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背景 遷移金属ジカルコゲナイドの１つである MoS2 がグラフェンに代わる原子層材料として近

年注目を集めている。MoS2はバンドギャップ(1.2 – 1.8 eV)を有するため、FET等のデバイス

応用への可能性が高い。「原子層レベルの薄膜作製・高結晶性・低不純物濃度・大面積薄膜の

作製」という応用に際して重要な条件を満たすものは CVD 法が最も現実的である。しかし、

従来の CVD 法では反応条件を適切に制御出来なかった。我々は従来の CVD 法を大幅に改良

することで反応条件を正確に制御し、成長機構の解明と大面積薄膜の作製を試みた。 

実験 図１に本研究に用いた CVD の模式図を

示す。原料である MoO3 と硫黄の流路を分

け、それぞれ独立に温度を制御出来るよう

にした。これにより反応中に MoO3 が変質

せず、安定的にMoO3蒸気を供給出来る。基

板には SiO2(285 nm)/Siを用い、電気炉の中流～下流に設置した。反応条件は硫黄温度を 280℃、

MoO3温度を 680℃、基板温度を 1000℃とした。 

結果・考察 図２に反応時間が(a)30

秒、(b)5分、(c)1時間の時の基板

表面の光学顕微鏡像を示す。反

応時間が長くなるにつれて膜厚

が大きくなる。また反応時間が 1

時間においては基板全体が完全

にMoS2膜に覆われている。さらに膜形状が反応時間で異なり 30秒では六角形、5分では三角

おにぎり型、1時間では三角形と変化していくことが観察された。反応開始 30秒ですでにMoS2

片の大きさは数ミクロン以上あり核形成から膜成長の初期段階は非常に早く進行し、その後

面内にゆっくりと成長を続けながら面直方向にも成長していき最終的に基板全体が膜で覆わ

れると考えられる。 

結論 CVD 装置を改良し反応条件を正確に制御することで、大面積 MoS2膜を作製することに成

功した。 

図１：本研究に用いた CVD 装置概略図 

図２：反応時間の変化による膜厚・形状の変化 

（光学顕微鏡像）(a):：30秒 (b)：5分 (c)：１時間 
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